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【はじめに】フレキシブルな高速薄膜トランジスタ（TFT）の実現には、Si より高いキャリヤ移動度

を有する新しいⅣ族半導体薄膜(Ge, GeSn 等)をプラスチック基板上に低温形成(<300oC)する必要があ

る。しかし、Geの固相成長には高温熱処理(~500oC)が必要である[1]。そこで我々は、GeSnに着目した。

GeSnは Ge に比べて融点が低い。すなわち原子間結合力が弱いので、GeSnでは低い温度で原子再配列

が誘起される結果、固相成長温度が低温化

すると期待される。今回、非晶質 GeSn(Sn: 

20%)の固相成長を検討したので報告する。 

【実験方法】ガラス基板上に分子線堆積

(MBD)法により非晶質 Ge0.8Sn0.2膜(30 – 300 

nm)を堆積した。その後、ランプ加熱法によ

り試料を 250oC (1秒~10 分)で熱処理し、固

相成長を誘起した[Fig. 1(a)]。 

【結果と考察】熱処理後(250oC, 2 分)の試料

(膜厚:100 nm)のノマルスキー像を Fig. 1(b)

に示す。複数の円形状の明領域 (直径約

200m)が観察される。この試料の結晶性を

顕微ラマン分光法により二次元マッピング

測定したころ、明領域において c-GeSn の

Ge-Ge 結合に起因するピークが観測された

[Fig. 1(c)]。結晶化領域の直径を熱処理時間

の関数として評価した結果 (GeSn 膜

厚:30-300nm)を Fig. 1(d)に示す。膜厚 30nm

の試料では成長速度が遅い(約 5 m/min)が、

膜厚 100 nm以上の試料では、極めて速い成

長速度(約 60 m/min)が発現することが明ら

かとなった。成長速度の膜厚依存性の詳細

は、当日議論する。 

[1]K. Toko et al., SSE 53, 1159(2009). 
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Fig.1 Schematic sample structure (a). Nomarski image

(b) and Raman mapping image (c) of sample (thickness:

100nm) after annealing (250oC, 2 min). Grain size of

GeSn as a function of thickness and annealing time (d).
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